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1. Introducao

As técnicas de crescimento de filme fino por dc-magntron sputtering (DCMS) e via High Power
Impulse Magnetron Sputtering (HiIPIMS) baseiam-se no processo de deposigdo fisica a vapor [1]. Devido a
origem comum, a comparagdo entre ambas no que diz respeito & geracao da descarga, caracteristicas dos filmes
depositados e vantagens e desvantagens inerentes a cada processo tona-se inevitavel [2]. O objetivo deste
trabalho € o estudo comparativo do crescimento de filme de nidbio sobre substrato de silicio por meio destas
duas técnicas.

2. Experimental

Para ambos os tratamentos, foram utilizadas como substrato 2 laminas de silicio do tipo p com
orientagdo cristalina (100), clivadas no tamanho de 15x15 mm®”. Antes do tratamento o silicio foi devidamente
preparado em imersdo: acido sulfirico por 10 min. e acido fluoridrico por 1 min., para evitar possiveis
contaminagdes que possam comprometer a deposi¢do e qualidade do filme. O filme obtido com o HiPIMS teve
as seguintes condigdes experimentais: pressdo de base 4,6x10” mbar, pressdo de trabalho 5,5x10~ mbar, pulsos
de 1kV/ 90 Hz/ 300 ps, polarizagdo do substrato de -50 V e tempo de deposicdo de 60 min. As condi¢des
experimentais por DCMS foram: pressio de base 3,1x10”° mbar, pressdo de trabalho 5,5x107 mbar, tensio no
alvo de descarga DC foi de 250 V, corrente de 1,3 A ¢ 60 min de deposigdo.

3. Resultados e Discussdes

A Fig. 1 apresenta a difracao de raios-x (DRX) dos filmes obtidos por HiPIMS e por DCMS. Através do
difratograma de raios-x nota-se que os picos sofreram deslocamentos para angulos menores quando se
comparado ao niobio puro, isto pode ser caracterizado como stress compressivel dos filmes [2]. A Fig. 2 mostra
as imagens obtidas por microscopia eletronica de varredura de alta resolugdo (FEG-MEV). Nestas, verifica-se as
espessuras dos filmes obtidos por: HiPMS foi de 4,6 um (Fig. 2a) e DCMS foi de 12,8 um (Fig. 2b). As Fig. 2
b) e d) mostra que houve diferencas nas geometrias das superficies dos filmes formados por HIPIMS ¢ DCMS
respectivamente.

—— Nb HiPIMS
— Nb- DCMS
] — Nb- Puro
e} N N W)
=]
ry J\
<]
©
=2
2 A N
20 ' 40 ' 60 ' 80 ' 100 / e
20 = &L I e ."_ ‘ -..‘ 7
Fig. 1. Difrac¢do de raios-x de amostras com tratamento por Fig. 2. a) Espessura filme com HiPIMS, b)
DCMS e HiPIMS. superficie filme HiPIMS ampliada 50.000 vezes,

¢) espessura filme com DCMS e d) superficie do
filme DCMS ampliada 50.000 vezes.
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